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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と、
　各有機エレクトロルミネッセンス素子が設けられる各画素領域を規定する隔壁とを備え
る発光装置であって、
　前記隔壁は、前記各画素領域に相当する領域に開口が穿設された絶縁膜と、該絶縁膜の
基板側とは反対側に設けられる隔壁本体とを含んで構成され、
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、一対の電極と、該電極に挟持され、かつ前
記隔壁に囲まれる領域に配置される発光部とを含んで構成され、
　前記絶縁膜は、無機物によって構成され、その厚みが、前記発光部の厚みよりも薄く、
３０ｎｍ以下であることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記開口に臨む前記絶縁膜の側面により画成される開口が、前記基板に近接する向きに
順テーパ状である、請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　基板の厚み方向の一方から見て、前記絶縁膜の画素領域に臨む側面と、前記隔壁本体の
画素領域に臨む側面との間隔が、１μｍ以上である、請求項１または２に記載の発光装置
。
【請求項４】
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　前記発光部は、有機材料を含むインキを用いる塗布法により形成されてなる有機層を含
む、請求項１～３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記絶縁膜は、前記隔壁本体よりも前記インキに対して親液性を示す、請求項１～４の
いずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
　前記発光部は、最も基板寄りに設けられる正孔注入層を含む複数の層が積層されて構成
される、請求項１～５のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項７】
　一対の電極、および該一対の電極に挟持される発光部を有する複数の有機エレクトロル
ミネッセンス素子を備える発光装置の製造方法であって、
　基板上に、各有機エレクトロルミネッセンス素子が設けられる各画素領域を規定する隔
壁を形成する工程と、
　前記電極を形成する工程と、
　前記画素領域に発光部を形成する工程とを含み、
　前記隔壁を形成する工程では、前記発光部の厚みよりも厚みが薄く、かつ画素領域に相
当する領域に開口が穿設された、膜厚が３０ｎｍ以下の無機物によって構成される絶縁膜
を形成し、該絶縁膜上に隔壁本体を形成し、
　前記発光部を形成する工程では、有機材料を含むインキを前記画素領域に供給し、さら
に供給したインキを乾燥させることにより有機層を形成する、発光装置の製造方法。
【請求項８】
　前記絶縁膜に開口を穿設する際には、ドライエッチングにより、前記基板に近接する向
きに順テーパ状の開口を絶縁膜に穿設する、請求項７記載の発光装置の製造方法。
【請求項９】
　前記隔壁本体を形成する際には、有機物を用いて隔壁本体を形成し、さらにフッ素含有
ガス雰囲気においてプラズマ処理を行う、請求項７または８記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機ＥＬ素子という場合がある）を発光素
子として用いた発光装置（表示装置および照明装置など）が注目されている。たとえば表
示装置では、それぞれが画素として機能する複数の有機ＥＬ素子が基板上に配置されてい
る。各有機ＥＬ素子を互いに独立して駆動するために、各有機ＥＬ素子は隔壁によって互
いに電気的に絶縁されている。この隔壁は、たとえば格子状に形成されており、隔壁に囲
まれた領域に各有機ＥＬ素子が配置される。したがって複数の有機ＥＬ素子は、マトリク
ス状に配置されることになる。
【０００３】
　有機ＥＬ素子を構成する有機層（発光層など）は、塗布法により形成することができる
。具体的には有機材料を含むインキを隔壁に囲まれた領域に選択的に供給し、さらにこれ
を乾燥させることにより、隔壁に囲まれた領域に有機層が形成される。
【０００４】
　有機層を構成する有機材料は、溶媒に対する溶解性が低く、インキ中の有機材料の濃度
は通常１重量％程度である。そうすると、形成すべき有機層の体積に比して多量のインキ
を供給することになるが、隔壁は、いわばインキの収容体としても機能するので、隔壁に
囲まれた領域に供給されたインキは、溢れ出すことなく隔壁に収容され、そのまま乾燥す
ることにより膜化し、これが有機層となる。
【０００５】
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　図４は、有機ＥＬ素子を形成する際に用いられる従来の基板の端面図である。基板１に
は、陽極２が設けられ、この陽極２を囲う絶縁膜３が設けられ、この絶縁膜３上に隔壁本
体４が設けられている。隔壁は、インキを収容する収容体としても機能するので、供給さ
れたインキが溢れ出て、隣接する画素に流れ出ることを防ぐために、通常はインキに対し
て撥液性を示す部材によって構成されている。しかしながら撥液性を示す部材のみで隔壁
を構成した場合、供給されたインキが隔壁に弾かれながら乾燥するので、膜化した際の有
機層の周縁部の膜厚が薄くなってしまう。そこで、画素領域の端部で生じる膜厚の不均一
性を回避するために、隔壁本体４と基板１との間に親液性を示す絶縁膜３が設けられてい
る（例えば特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１７４９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図４の矢印で示すように、隔壁に供給されたインキは溶媒が気化することにより順次乾
燥し、その液面が基板１寄りに移動していく。その際に絶縁膜３が親液性であることから
、インキは絶縁膜３に引きずられつつ乾燥する。その結果、絶縁膜３の端部付近で有機層
の膜厚に分布が生じる。図４では、２層の有機層５，６を塗布法により形成した状態を示
している。
【０００８】
　図４に示すように、絶縁膜３の存在により、絶縁膜３の端部付近の有機層５，６の膜厚
は、画素領域の中央部と異なっている。この膜厚の不均一性が発光不良の原因となる。有
機ＥＬ素子は、２層の有機層５，６上にさらに陰極を設けることにより形成されるが、例
えば陽極２寄りの有機層（下層）５の導電性が高い場合、絶縁膜３の端部付近では、陰極
寄りの有機層（上層）６の膜厚が薄いので、有機ＥＬ素子を発光させる際に、絶縁膜３の
端部付近からリーク電流が生じるという問題がある。
【０００９】
　従って本発明の目的は、画素領域内で膜厚が均一な有機層を構成することができる有機
ＥＬ素子を備える発光装置およびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、基板と、
　該基板上に設けられる複数の有機エレクトロルミネッセンス素子と、
　各有機エレクトロルミネッセンス素子が設けられる各画素領域を規定する隔壁とを備え
る発光装置であって、
　前記隔壁は、前記各画素領域に相当する領域に開口が穿設された絶縁膜と、該絶縁膜の
基板側とは反対側に設けられる隔壁本体とを含んで構成され、
　前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、一対の電極と、該電極に挟持され、かつ前
記隔壁に囲まれる領域に配置される発光部とを含んで構成され、
　前記絶縁膜の厚みが、前記発光部の厚みよりも薄いことを特徴とする発光装置に関する
。
【００１１】
　また本発明は、前記絶縁膜の厚みが、５０ｎｍ未満である、発光装置に関する。
【００１２】
　また本発明は、前記開口に臨む前記絶縁膜の側面により画成される開口が、前記基板に
近接する向きに順テーパ状である、発光装置に関する。
【００１３】
　また本発明は、基板の厚み方向の一方から見て、前記絶縁膜の画素領域に臨む側面と、
前記隔壁本体の画素領域に臨む側面との間隔が、１μｍ以上である、発光装置に関する。
【００１４】
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　また本発明は、前記発光部は、有機材料を含むインキを用いる塗布法により形成されて
なる有機層を含む、発光装置に関する。
【００１５】
　また本発明は、前記絶縁膜は、前記隔壁本体よりも前記インキに対して親液性を示す、
発光装置に関する。
【００１６】
　また本発明は、前記発光部は、最も基板寄りに設けられる正孔注入層を含む複数の層が
積層されて構成される、発光装置に関する。
【００１７】
　また本発明は、一対の電極、および該一対の電極に挟持される発光部を有する複数の有
機エレクトロルミネッセンス素子を備える発光装置の製造方法であって、
　基板上に、各有機エレクトロルミネッセンス素子が設けられる各画素領域を規定する隔
壁を形成する工程と、
　前記電極を形成する工程と、
　前記画素領域に発光部を形成する工程とを含み、
　前記隔壁を形成する工程では、前記発光部の厚みよりも厚みが薄く、かつ画素領域に相
当する領域に開口が穿設された絶縁膜を形成し、該絶縁膜上に隔壁本体を形成し、
　前記発光部を形成する工程では、有機材料を含むインキを前記画素領域に供給し、さら
に供給したインキを乾燥させることにより有機層を形成する、発光装置の製造方法に関す
る。
【００１８】
　また本発明は、前記絶縁膜に開口を穿設する際には、ドライエッチングにより、前記基
板に近接する向きに順テーパ状の開口を絶縁膜に穿設する、発光装置の製造方法に関する
。
【００１９】
　また本発明は、前記隔壁本体を形成する際には、有機物を用いて隔壁本体を形成し、さ
らにフッ素含有ガス雰囲気においてプラズマ処理を行う、発光装置の製造方法に関する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、発光部よりも薄い絶縁膜を形成することにより、発光部を形成する際
に絶縁膜が及ぼす影響を小さくすることができ、結果として画素領域内で膜厚が均一な有
機層を形成することができる。これによって発光不良の抑制された有機エレクトロルミネ
ッセンス素子を得ることができ、性能の高い発光装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、本実施の形態の発光装置１１の断面図であり、図２は、発光装置１１の平面図
である。表示装置に用いられる通常の発光装置では、多数の有機ＥＬ素子がマトリクス状
に設けられるが、本実施の形態では、理解の容易のために９個の有機ＥＬ素子１２が３行
３列に配列された発光装置１１について説明する。また図１は、１つの有機ＥＬ素子１２
が形成れた領域のみを示している。
【００２２】
　本実施の形態の発光装置１１は、基板１３と、該基板１３上に設けられる複数の有機Ｅ
Ｌ素子１２と、各有機ＥＬ素子１２が設けられる各画素領域１４を規定する隔壁１５とを
備える。
【００２３】
　隔壁１５は、各画素領域１４に相当する領域に開口１６が穿設された絶縁膜１７と、該
絶縁膜１７の基板１３とは反対側に設けられる隔壁本体１８とを含んで構成される。有機
ＥＬ素子１２は、一対の電極２１，２２と、該電極２１，２２に挟持され、かつ前記隔壁
１５に囲まれる領域（画素領域１４）に配置される発光部２３とを含んで構成される。
【００２４】
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　本実施の形態ではアクティブマトリクス型の表示装置として機能する発光装置１１につ
いて説明するが、発光装置１１は、アクティブマトリクス型の表示装置としても、パッシ
ブマトリクス型の表示装置としてもよい。
【００２５】
　発光装置１１は、ｍ×ｎ個（記号「ｍ」、「ｎ」は、それぞれ自然数を表す。本実施の
形態では、ｍ＝３、ｎ＝３）の画素を備える場合、それぞれが画素として機能するｍ×ｎ
個の有機ＥＬ素子がｍ行ｎ列のマトリクス状に配置されて構成される。
【００２６】
　基板１３上には隔壁１５が格子状に形成されており、この隔壁１５に区分けされる領域
に各有機ＥＬ素子１２が設けられることにより、各有機ＥＬ素子１２はマトリクス状に配
置される。
【００２７】
　基板１３には、アクティブマトリクス型の表示装置用の回路が形成されたＴＦＴ（Thin
 Film Transistor）基板を用いることができる。各有機ＥＬ素子１２は、それぞれが互い
に分離した陽極２１を備える。各陽極２１は、基板１３上において離散的にｍ行ｎ列のマ
トリクス状に配置され、基板１３に形成された回路に電気的に接続される。本実施の形態
では、一対の電極２１、２２のうちの基板１３側に設けられる一方の電極を陽極２１とし
、他方の電極を陰極２２とする。なお、一方の電極を陰極とし、他方の電極を陽極とする
構成の有機ＥＬ素子を基板に設けてもよい。
【００２８】
　基板１３の厚み方向の一方から見て、陽極２１は、周縁部が少なくとも絶縁膜１７の端
部に覆われている。なお、基板１３の厚み方向の一方から見て、陽極２１の周縁部が隔壁
本体１８の一部に重なっていてもよい。
【００２９】
　絶縁膜１７は、膜状であって、画素領域に１４相当する領域に貫通する開口が穿設され
て成り、格子状に形成される。この絶縁膜１７によって陽極２１と陰極２２とが電気的に
絶縁されるので、後述する発光層２４が絶縁膜１７上に設けられたとしても、絶縁膜１７
上の発光層２４は発光しない。換言すると、基板１３の厚み方向の一方から見て、絶縁膜
１７に形成された開口１６に設けられた発光部２３のみが発光するので、隔壁１５のうち
で特に絶縁膜１７に囲まれた領域が、発光可能な画素領域１４に相当する。
【００３０】
　隔壁本体１８は、本実施の形態では絶縁膜１７に接して設けられる。なお、絶縁膜１７
と隔壁本体１８との間には所定の層が介在していてもよい。隔壁本体１８は、絶縁膜１７
上に形成され、画素領域１４から退避して形成される。すなわち隔壁本体１８は、基板１
３の厚み方向の一方から見て、絶縁膜１７の内側において格子状に形成される。
【００３１】
　隔壁本体１８により規定される各領域には、発光部２３が設けられる。この発光部２３
は、絶縁膜１７に穿設された開口１６に渡って形成され、該開口１６から露出する陽極２
１に接して設けられる。なお絶縁膜１７の厚さは、発光部２３の厚さよりも薄い。したが
って発光部２３は、絶縁膜１７に穿設された開口１６だけでなく、この開口１６を超えて
絶縁膜１７上にまで形成されている。
【００３２】
　陰極２２は、基板１３の厚み方向の一方から発光部２３および隔壁本体１８を覆って基
板１３全面にわたって形成される。すなわち各有機ＥＬ素子１２の陰極２２は電気的に接
続されており、共通の電極として機能する。
【００３３】
　次に発光装置１１の製造方法について説明する。
【００３４】
　まず、ＴＦＴ基板を用意する。ＴＦＴ基板は市販のものを使用可能であり、通常、ＴＦ
Ｔ基板には電極が形成されている。陽極２１および基板１３を通って光を取出すボトムエ
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ミッション型の有機ＥＬ素子１２では、陽極２１は光透過性を示す電極によって構成され
る。陽極２１には、電気伝導度の高い金属酸化物、金属硫化物および金属などの薄膜を用
いることができ、光透過率の高いものが好適に用いられる。具体的には、酸化インジウム
、酸化亜鉛、酸化スズ、ＩＴＯ、インジウム亜鉛酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉ
ｄｅ：略称ＩＺＯ）、金、白金、銀、および銅などから成る薄膜が用いられ、これらの中
でもＩＴＯ、ＩＺＯ、または酸化スズから成る薄膜が好適に用いられる。陽極２１の作製
方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、メッキ法など
を挙げることができ、これらの方法により導電膜を形成した後に、フォトリソグラフィ法
によって所定のパターンに形成される。また、該陽極として、ポリアニリンもしくはその
誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。
【００３５】
　陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができ、例え
ば１０ｎｍ～１０μｍであり、好ましくは２０ｎｍ～１μｍであり、さらに好ましくは５
０ｎｍ～５００ｎｍである。
【００３６】
　次に絶縁膜１７を形成する。絶縁膜１７は、隔壁本体１８よりもインキに対して親液性
を示すことが好ましく、隔壁本体１８を撥液化する工程において撥液化しないように、好
ましくは無機物によって構成される。絶縁膜１７は、ＳｉＮ、およびＳｉＯ2などから成
り、好ましくはＳｉＮから成る。
【００３７】
　絶縁膜１７は、スパッタリング法、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）、マスク蒸
着、およびスピンコート法などによって形成される。例えばＣＶＤにより全面に絶縁性を
示す薄膜を形成し、次にフォトレジストを塗布し、所定の領域に光を照射し、現像するこ
とによりフォトレジスト層から成る保護膜を形成し、さらにドライエッチングまたはウェ
ットエッチングにより絶縁性を示す薄膜の画素領域１４に相当する領域に開口１６を穿設
し、絶縁膜１７を形成することができる。
【００３８】
　このような絶縁膜１７の厚みは、発光部２３よりも少なくとも薄く、５０ｎｍ以下が好
ましく、より好ましくは３０ｎｍであり、さらに好ましくは１０ｎｍである。絶縁膜１７
の厚みの下限は、絶縁膜１７を構成する部材に応じて、電気絶縁性を確保できる厚さに適
宜設定され、通常５ｎｍである。
【００３９】
　絶縁膜１７の幅、すなわち行方向または列方向に隣接する画素領域１４の間隔は、解像
度によって適宜設定され、通常、１０μｍ～５０μｍ程度である。
【００４０】
　次に隔壁本体１８を形成する。隔壁本体１８は、インキに対して撥液性を示すことが好
ましく、フッ素含有ガス雰囲気で行うプラズマ処理のような簡易な方法で撥液化する有機
物を含んで構成されることが好ましい。隔壁本体１８は、例えば、アクリル樹脂系、ノボ
ラック樹脂系、ポリイミド樹脂系のポジ型またはネガ型の感光性材料（フォトレジスト）
を用いて形成することがパターニングを容易に行えるので好ましい。具体的にはフォトレ
ジストを基板全面に塗布し、プリベーク処理を行い、所定のマスクを介して所定の領域に
光を照射し、現像し、さらにポストベーク処理を行うことによって、所定の形状にパター
ニングされた隔壁本体１８を得ることができる。フォトレジストを塗布する方法としては
、スピンコーター、スリットコーターなどを用いた方法を挙げることができる。
【００４１】
　隔壁本体１８は、さらに撥液化処理される。例えば有機物からなる隔壁本体１８を形成
した場合には、フッ素含有ガス雰囲気においてプラズマ処理を行うことにより表面を撥液
化することができ、具体的にはＣＦ4ガスの雰囲気においてプラズマ処理を行うことによ
り、表面を撥液化することができる。なおこのプラズマ処理では、無機物から成る絶縁膜
１７は撥液化せず、親液性を維持する。このように絶縁膜１７を無機物で構成し、隔壁本
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体１８を有機物で構成し、さらにフッ素含有ガス雰囲気においてプラズマ処理を行うこと
により、撥液性を示す隔壁本体１８と、親液性を示す絶縁膜１７とを簡易に作り分けるこ
とができる。
【００４２】
　隔壁本体１８の厚みは、発光部２３を塗布法により形成する際に、インキを保持可能な
厚さに設定され、通常、０．５μｍ～１０μｍ程度であり、１μｍ～３μｍが好ましい。
また隔壁本体１８の幅は、絶縁膜１７の幅よりも短く、１０μｍ～５０μｍ程度である。
【００４３】
　次に発光部２３を形成する。発光部２３は、有機材料を含むインキを用いる塗布法によ
り形成されてなる有機層を含むことが好ましい。また発光部２３は、最も基板寄りに設け
られる正孔注入層２５を含む複数の層が積層されて構成されることが好ましく、本実施の
形態では、発光部２３は、正孔注入層２５と、発光層２４との２層の有機層が積層されて
構成される。正孔注入層２５は、陽極２１に接して設けられ、この正孔注入層２５に発光
層２４が接して設けられ、さらに発光層２４に陰極２２が接して設けられている。
【００４４】
　正孔注入層２５は、後述する正孔注入層２５を形成する有機材料と、これを溶解する溶
媒とを含むインキを用いる塗布法により形成される。塗布法としては、隔壁１５により規
定される領域に選択的にインキを供給することができる方法であれば特に制限はなく、例
えばインクジェットプリント法、フレキソ印刷法などを挙げることができる。例えばイン
クジェットプリント装置を用いることにより、インキを所定の領域に選択的に滴下するこ
とができ、隔壁１５により規定された領域にインキを選択的に供給することができる。さ
らに、常温または加熱下でインキを乾燥させることにより、正孔注入層２５を形成するこ
とができる。
【００４５】
　発光層２４は、後述する発光層２４を形成する有機材料と、これを溶解する溶媒とを含
むインキを用いる塗布法により形成され、正孔注入層２５と同様の方法により形成するこ
とができる。
【００４６】
　陰極２２は、仕事関数が小さく、発光層への電子注入が容易で、電気伝導度の高い材料
を用いて形成することが好ましい。また陽極側から光を取出す構成の有機ＥＬ素子１２で
は、発光層２４からの光を陰極２２で陽極２１側に反射するために、陰極２２の材料とし
ては可視光反射率の高い材料が好ましい。陰極２２には、例えばアルカリ金属、アルカリ
土類金属、遷移金属およびＩＩＩ－Ｂ族金属などを用いることができる。陰極の材料とし
ては、例えばリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マ
グネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バ
ナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロピウム、テ
ルビウム、イッテルビウムなどの金属、前記金属のうちの２種以上の合金、前記金属のう
ちの１種以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タングス
テン、錫のうちの１種以上との合金、またはグラファイト若しくはグラファイト層間化合
物などが用いられる。合金の例としては、マグネシウム－銀合金、マグネシウム－インジ
ウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、インジウム－銀合金、リチウム－アルミニ
ウム合金、リチウム－マグネシウム合金、リチウム－インジウム合金、カルシウム－アル
ミニウム合金などを挙げることができる。また、陰極としては導電性金属酸化物および導
電性有機物などから成る透明導電性電極を用いることができる。具体的には、導電性金属
酸化物として酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、ＩＴＯ、およびＩＺＯを挙げること
ができ、導電性有機物としてポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくは
その誘導体などを挙げることができる。なお、陰極は、２層以上を積層した積層体で構成
されていてもよい。
【００４７】
　陰極２２の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して適宜設定され、例えば１０ｎｍ～５
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μｍ程度である。本実施の形態では、外部の環境から発光部２３を遮断するための保護部
材としても機能する陰極２２を構成するために、陰極２２は厚膜に形成される。陰極２２
の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネ
ート法などを挙げることができる。
【００４８】
　以上説明した本実施の形態の発光装置１１では、絶縁膜１７の厚さを発光部２３の厚さ
よりも薄くしている。図４に示す従来の発光装置では、絶縁膜３の膜厚が厚く、このよう
な絶縁膜３を用いた場合、有機層５、６の膜厚が絶縁膜３の影響により不均一となり、画
素領域内で均一な膜厚の有機層を形成することができなかった。有機ＥＬ素子を用いた表
示装置は、液晶表示装置の技術の大部分を流用することにより発展してきたという経緯が
ある。液晶表示装置は市場に普及し、その要素技術は確立されたものなので、液晶表示装
置に用いられている技術を敢えて変更することはせず、絶縁膜３の膜厚などは液晶表示装
置のそれを踏襲していた。そのため図４に示す従来の発光装置の絶縁膜３の膜厚は、１０
０ｎｍ～５００ｎｍ程度であった。しかしながら有機ＥＬ素子は、その特徴の一つでもあ
るが、薄型であるため、液晶表示装置に用いられていた絶縁膜を利用した場合、絶縁膜が
発光部よりも厚くなるので、液晶表示装置の技術では問題とならなかった絶縁膜が有機層
の形成において大きく影響する。そこで本実施の形態では発光部２３よりも薄い絶縁膜１
７を形成することにより、正孔注入層２５、発光層２４などの有機層を塗布法により形成
する際に、絶縁膜１７の影響を小さいものとすることができ、結果として均一な膜厚の有
機層を形成することができる。特に、発光部２３を構成する各有機層は、それぞれが絶縁
膜１７よりも厚みが厚い方が好ましく、例えば従来の技術では、親液性の絶縁膜３に引き
ずられながらインキが乾くので、有機層５において絶縁膜３の端部付近（図４参照）に絶
縁膜３の影響が大きく現れるが、本実施の形態では各有機層が絶縁膜１７よりも厚いため
、そもそも絶縁膜１７の側面が有機層の形成にほとんど影響しないので、均一な膜厚の有
機層を形成することができる。これによって発光不良の抑制された有機ＥＬ素子１２を得
ることができ、性能の高い発光装置１１を実現することができる。特に発光部２３を構成
する複数の層のうちで最も基板寄りの層が電気抵抗の低い正孔注入層１６である場合、図
４に示す従来の技術のように絶縁膜１７の端部付近で膜厚が不均一になると、正孔注入層
１６と陰極２２との間隔が狭くなるか、場合によっては正孔注入層１６と陰極２２とが接
触することがあるので、素子の構造として発光時にリーク電流が生じる可能性が高くなる
。しかしながら本実施の形態では、塗布法で各有機層を形成したとしても、各有機層が絶
縁膜１７よりも厚いために、均一な膜厚の有機層を形成することができるので、リーク電
流などが抑制された有機ＥＬ素子１２を得ることができ、性能の高い発光装置１１を実現
することができる。
【００４９】
　このような絶縁膜１７としては、厚みが、１００ｎｍ未満であることが好ましく、この
ような厚みの絶縁膜１７を形成することによって、発光部２３を形成する際の絶縁膜１７
の影響を小さくすることができ、膜厚が均一な有機層を得ることができる。
【００５０】
　さらに、絶縁膜１７は、開口１６に臨む前記絶縁膜１７の側面により画成される開口１
６が、基板に近接する向きに順テーパ状であることが好ましい。このようにテーパ状の絶
縁膜１７を形成することにより、絶縁膜１７の端部がなだらかになり、絶縁膜１７の端部
により形成される段差部が発光部２３を形成する際の絶縁膜１７の影響をさらに小さくす
ることができ、膜厚がより均一な有機層を得ることができる。
【００５１】
　テーパ状の絶縁膜１７は、例えば所定のドライエッチングにより形成することができる
。図３にテーパ状の絶縁膜１７を形成する工程を模式的に示す。まず前述したようにＳｉ
Ｎなどから成る絶縁性を示す薄膜３１をＣＶＤなどによって全面に形成する。ＣＶＤでは
、１０ｎｍ～２０ｎｍ程度の薄膜３１を形成することが可能であり、１０ｎｍ～２０ｎｍ
以上の膜厚の薄膜３１を適宜形成することができる。次に、絶縁性を示す薄膜３１上にフ
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ォトレジスト３２を全面に塗布し（図３（１）参照）、次にプリベーク、露光、現像、ポ
ストベークなどの所定の処理を行い、絶縁性を示す薄膜３１のうちの画素領域上に形成さ
れた部分を除去する。フォトレジスト３２を用いて形成される保護膜３３の側面３３ａは
、絶縁性を示す薄膜３１の表面に対して垂直ではなく、図３（２）に示すように、絶縁性
を示す薄膜３１の表面に対して傾斜しており、その角度θは、１０°～６０°程度である
。通常のドライエッチングは、異方性エッチングなので、例えばＣＦ4ガスを導入したプ
ラズマエッチングを行うと、絶縁性を示す薄膜３１に、基板１３に垂直な貫通孔が形成さ
れる。すなわち貫通孔を囲う薄膜３１の側面が、基板１３に垂直となる。しかしながらＣ
Ｆ4に加えてＯ2を導入した雰囲気でプラズマエッチングを行うと、図３（３）に示すよう
に、エッチングの際に、絶縁性を示す薄膜３１だけでなく、保護膜３３までエッチングさ
れるので、保護膜３３によって保護される領域が矢印で示すように移動しつつ、絶縁性を
示す薄膜３１が削られることになり、結果としてテーパ状の絶縁膜１７が形成される。絶
縁膜１７の画素領域１４に臨む側面と陽極２１表面との成す角度ψは、１０°～６０°で
あることが好ましい。この角度ψの調整は、保護膜３３の材料、保護膜３３の傾斜角度θ
、エッチングの際に導入するＣＦ4、Ｏ2ガスの流量などを適宜設定することにより可能で
あり、特に、エッチングの際に導入するＯ2ガスの流量を調整することにより、角度ψを
調整することができ、具体的にはＯ2ガスの流量を多くするほど、角度ψが小さくなる傾
向にある。
【００５２】
　また基板１３の厚み方向の一方から見て、絶縁膜１７の画素領域１４に臨む側面と、前
記隔壁本体１８の画素領域１４に臨む側面との間隔Ｌ１が、１μｍ以上であることが好ま
しい（図１参照）。隔壁本体１８は、インキを収容する機能を発揮するために、通常、そ
の表面がインキに対して撥液性を示すように形成されているので、供給されたインキが隔
壁本体１８に弾かれつつ乾燥する。そうすると、隔壁本体１８近傍で有機層の膜厚が薄く
なるなど、膜厚の均一性が悪くなる。隔壁本体１８とは別に所定の絶縁膜１７を設ける理
由の１つは、隔壁本体１８近傍での膜厚の不均一性に起因する素子の発光特性の低下を抑
制することにある。しかしながら、隔壁本体１８から絶縁膜１７が突出する部分が小さい
と、隔壁本体１８の影響が、画素領域１４における有機層の膜厚分布に顕在化することに
なる。そこで間隔Ｌ１を１μｍ以上に設定することにより、画素領域１４における有機層
の膜厚分布に隔壁本体１８が与える影響を小さくすることができ、画素領域１４において
膜厚が均一な有機層を形成することができる。なお間隔Ｌ１は、解像度などの設計により
適宜設定されるが、広すぎると開口率が小さくなるので、その上限は、通常５μｍ程度で
ある。
【００５３】
　以上説明した本実施の形態の発光装置１１における有機ＥＬ素子は、「陽極／正孔注入
層／発光層／陰極」の層構成を有しているが、有機ＥＬ素子は、一対の電極と、該電極間
に発光層を備えていれば、本実施の形態における有機ＥＬ素子とは異なる素子構成であっ
てもよい。以下に陽極と陰極との間に設けられうる層について説明するが、これらの層の
うち、有機物を含む層であって、該層を形成する有機材料が溶媒に溶解可能なものであれ
ば、前述したインクジェットプリント法などの塗布法により、均一な膜厚の有機層として
これらの層を形成することができる。なお陽極と陰極との間に設けられる発光部は、塗布
法により形成される１または複数の有機層のみからなることが好ましい。このように発光
部を有機層のみにより構成することにより、工程が簡易な塗布法によって発光部を形成す
ることができ、工程が簡易になる。
【００５４】
　陰極と発光層との間に設けられる層としては、電子注入層、電子輸送層、正孔ブロック
層などを挙げることができる。陰極と発光層との間に、一層のみが設けられる場合には、
該層を電子注入層という。また陰極と発光層との間に電子注入層と電子輸送層との両方の
層が設けられる場合、陰極に接する層を電子注入層といい、この電子注入層を除く層を電
子輸送層という。
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【００５５】
　電子注入層は、陰極からの電子注入効率を改善する機能を有する層である。電子輸送層
は、陰極、電子注入層または陰極により近い電子輸送層からの電子注入を改善する機能を
有する層である。正孔ブロック層は、正孔の輸送を堰き止める機能を有する層である。な
お電子注入層、及び／又は電子輸送層が正孔の輸送を堰き止める機能を有する場合には、
これらの層が正孔ブロック層を兼ねることがある。
【００５６】
　正孔ブロック層が正孔の輸送を堰き止める機能を有することは、例えばホール電流のみ
を流す素子を作製し、その電流値の減少で堰き止める効果を確認することが可能である。
【００５７】
　陽極と発光層との間に設けられる層としては、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロック
層などを挙げることができる。陽極と発光層との間に、正孔注入層と正孔輸送層との両方
の層が設けられる場合、陽極に接する層を正孔注入層といい、この正孔注入層を除く層を
正孔輸送層という。
【００５８】
　正孔注入層は、陽極からの正孔注入効率を改善する機能を有する層である。正孔輸送層
は、陽極、正孔注入層または陽極により近い正孔輸送層からの正孔注入を改善する機能を
有する層である。電子ブロック層は、電子の輸送を堰き止める機能を有する層である。な
お正孔注入層、及び／又は正孔輸送層が電子の輸送を堰き止める機能を有する場合には、
これらの層が電子ブロック層を兼ねることがある。
【００５９】
　電子ブロック層が電子の輸送を堰き止める機能を有することは、例えば、電子電流のみ
を流す素子を作製し、その電流値の減少で堰き止める効果を確認することが可能である。
【００６０】
　なお、電子注入層および正孔注入層を総称して電荷注入層と言う場合があり、電子輸送
層および正孔輸送層を総称して電荷輸送層と言う場合がある。
【００６１】
　本実施の形態の有機ＥＬ素子のとりうる層構成の一例を以下に示す。
ａ）陽極／発光層／陰極
ｂ）陽極／正孔注入層／発光層／陰極
ｃ）陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極
ｅ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／陰極
ｆ）陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｄ）陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
ｅ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
ｆ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
ｇ）陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｈ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／陰極
ｉ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入層／陰極
ｊ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
ｋ）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
ｌ）陽極／発光層／電子注入層／陰極
ｍ）陽極／発光層／電子輸送層／陰極
ｎ）陽極／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
（ここで、記号「／」は、記号「／」を挟む各層が隣接して積層されていることを示す。
以下同じ。）
　本実施の形態の有機ＥＬ素子は、２層以上の発光層を有していてもよく、２層の発光層
を有する有機ＥＬ素子としては、上記ａ）～ｎ）の層構成のうちのいずれか１つにおいて
、陽極と陰極とに挟持された積層体を「繰り返し単位Ａ」とすると、以下のｏ）に示す層
構成を挙げることができる。
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ｏ）陽極／（繰り返し単位Ａ）／電荷注入層／（繰り返し単位Ａ）／陰極
　また、３層以上の発光層を有する有機ＥＬ素子としては、「（繰り返し単位Ａ）／電荷
注入層」を「繰り返し単位Ｂ」とすると、以下のｐ）に示す層構成を挙げることができる
。
ｐ）陽極／（繰り返し単位Ｂ）ｘ／（繰り返し単位Ａ）／陰極
　なお記号「ｘ」は、２以上の整数を表し、（繰り返し単位Ｂ）ｘは、繰り返し単位Ｂが
ｘ段積層された積層体を表す。
【００６２】
　ここで、電荷注入層とは電界を印加することにより、正孔と電子を発生する層である。
電荷発生層としては、例えば酸化バナジウム、インジウムスズ酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔ
ｉｎ Ｏｘｉｄｅ：略称ＩＴＯ）、酸化モリブデンなどから成る薄膜を挙げることができ
る。
【００６３】
　本実施の形態の有機ＥＬ素子は、さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入性の
改善のために、電極に隣接して膜厚２ｎｍ以下の絶縁層を設けてもよい。また界面での密
着性向上や混合の防止などのために、前述した各層間に薄いバッファー層を挿入してもよ
い。
【００６４】
　積層する層の順序、層数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案し
て適宜設定することができる。
【００６５】
　次に、有機ＥＬ素子を構成する各層の材料および形成方法について、より具体的に説明
する。
【００６６】
　＜正孔注入層＞
　正孔注入層を構成する正孔注入材料としては、酸化バナジウム、酸化モリブデン、酸化
ルテニウム、および酸化アルミニウムなどの酸化物や、フェニルアミン系、スターバース
ト型アミン系、フタロシアニン系、アモルファスカーボン、ポリアニリン、およびポリチ
オフェン誘導体などを挙げることができる。
【００６７】
　正孔注入層の成膜方法としては、例えば正孔注入材料を含む溶液からの成膜を挙げるこ
とができる。溶液からの成膜に用いられる溶媒としては、正孔注入材料を溶解させるもの
であれば特に制限はなく、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタンなどの塩素系溶
媒、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水
素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル
、エチルセルソルブアセテートなどのエステル系溶媒、および水を挙げることができる。
【００６８】
　溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビア
コート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、
ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット
印刷法、インクジェットプリント法などの塗布法を挙げることができる。
【００６９】
　正孔注入層の膜厚は、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度
な値となるように適宜設定され、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要で
あり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなるので好ましくない。従って正孔注入層の
膜厚は、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに好
ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００７０】
　＜正孔輸送層＞
　正孔輸送層を構成する正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘
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導体、ポリシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシ
ロキサン誘導体、ピラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフ
ェニルジアミン誘導体、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若しくはその
誘導体、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリピロール若しくはその誘導体、ポ
リ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはその誘導体、又はポリ（２，５－チエニレンビニ
レン）若しくはその誘導体などを挙げることができる。
【００７１】
　これらの中で正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、ポ
リシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシ
ロキサン誘導体、ポリアニリン若しくはその誘導体、ポリチオフェン若しくはその誘導体
、ポリアリールアミン若しくはその誘導体、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）若しくはそ
の誘導体、又はポリ（２，５－チエニレンビニレン）若しくはその誘導体などの高分子正
孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、
ポリシラン若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサ
ン誘導体である。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用い
ることが好ましい。
【００７２】
　正孔輸送層の成膜方法としては、特に制限はないが、低分子の正孔輸送材料では、高分
子バインダーと正孔輸送材料とを含む混合液からの成膜を挙げることができ、高分子の正
孔輸送材料では、正孔輸送材料を含む溶液からの成膜を挙げることができる。
【００７３】
　溶液からの成膜に用いられる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特
に制限はなく、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタンなどの塩素系溶媒、テトラ
ヒドロフランなどのエーテル系溶媒、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶媒、
アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセ
ルソルブアセテートなどのエステル系溶媒などを挙げることができる。
【００７４】
　溶液からの成膜方法としては、前述した正孔中注入層の成膜法と同様の塗布法を挙げる
ことができる。
【００７５】
　混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、ま
た可視光に対する吸収の弱いものが好適に用いられ、例えばポリカーボネート、ポリアク
リレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩
化ビニル、ポリシロキサンなどを挙げることができる。
【００７６】
　正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率
が適度な値となるように適宜設定され、少なくともピンホールが発生しないような厚さが
必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸
送層の膜厚は、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さ
らに好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００７７】
　＜発光層＞
　発光層は、通常、主として蛍光及び／又はりん光を発光する有機物、または該有機物と
これを補助するドーパントとから形成される。ドーパントは、例えば発光効率の向上や、
発光波長を変化させるために加えられる。なお、有機物は、低分子化合物でも高分子化合
物でもよく、発光層は、ポリスチレン換算の数平均分子量が、１０3～１０8である高分子
化合物を含むことが好ましい。発光層を構成する発光材料としては、例えば以下の色素系
材料、金属錯体系材料、高分子系材料、ドーパント材料を挙げることができる。
（色素系材料）
　色素系材料としては、例えば、シクロペンダミン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘
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導体化合物、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘
導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、ピロール誘導体、チオ
フェン環化合物、ピリジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェ
ン誘導体、トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー
、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体などを挙げることができる。
（金属錯体系材料）
　金属錯体系材料としては、例えば中心金属に、Ａｌ、Ｚｎ、Ｂｅなど、またはＴｂ、Ｅ
ｕ、Ｄｙなどの希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾール、フェニ
ルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造などを有する金属錯体を挙げる
ことができ、例えばイリジウム錯体、白金錯体などの三重項励起状態からの発光を有する
金属錯体、アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリノールベリリウム錯体、ベンゾオキサ
ゾリル亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポルフィリン亜鉛錯
体、ユーロピウム錯体などを挙げることができる。
（高分子系材料）
　高分子系材料としては、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリフルオレン
誘導体、ポリビニルカルバゾール誘導体、上記色素系材料や金属錯体系発光材料を高分子
化したものなどを挙げることができる。
【００７８】
　上記発光性材料のうち、青色に発光する材料としては、ジスチリルアリーレン誘導体、
オキサジアゾール誘導体、およびそれらの重合体、ポリビニルカルバゾール誘導体、ポリ
パラフェニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げることができる。なかでも高分
子材料のポリビニルカルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導体やポリフルオレン誘
導体などが好ましい。
【００７９】
　また、緑色に発光する材料としては、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレン誘導体などを挙げる
ことができる。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリフルオレ
ン誘導体などが好ましい。
【００８０】
　また、赤色に発光する材料としては、クマリン誘導体、チオフェン環化合物、およびそ
れらの重合体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオ
レン誘導体などを挙げることができる。なかでも高分子材料のポリパラフェニレンビニレ
ン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体などが好ましい。
（ドーパント材料）
　ドーパント材料としては、例えばペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、
キナクリドン誘導体、スクアリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テト
ラセン誘導体、ピラゾロン誘導体、デカシクレン、フェノキサゾンなどを挙げることがで
きる。なお、このような発光層の厚さは、通常約２ｎｍ～２００ｎｍである。
【００８１】
　＜電子輸送層＞
　電子輸送層を構成する電子輸送材料としては、公知のものを使用でき、オキサジアゾー
ル誘導体、アントラキノジメタン若しくはその誘導体、ベンゾキノン若しくはその誘導体
、ナフトキノン若しくはその誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、テトラシアノ
アンスラキノジメタン若しくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエ
チレン若しくはその誘導体、ジフェノキノン誘導体、又は８－ヒドロキシキノリン若しく
はその誘導体の金属錯体、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくは
その誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体などを挙げることができる。
【００８２】
　これらのうち、電子輸送材料としては、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノン若しく
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はその誘導体、アントラキノン若しくはその誘導体、又は８－ヒドロキシキノリン若しく
はその誘導体の金属錯体、ポリキノリン若しくはその誘導体、ポリキノキサリン若しくは
その誘導体、ポリフルオレン若しくはその誘導体が好ましく、２－（４－ビフェニリル）
－５－（４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、ベンゾキノン、ア
ントラキノン、トリス（８－キノリノール）アルミニウム、ポリキノリンがさらに好まし
い。
【００８３】
　電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子の電子輸送材料では、粉末から
の真空蒸着法、または溶液若しくは溶融状態からの成膜を挙げることができ、高分子の電
子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜を挙げることができる。なお溶液または溶
融状態からの成膜する場合には、高分子バインダーを併用してもよい。溶液から電子輸送
層を成膜する方法としては、前述の溶液から正孔輸送層を成膜する方法と同様の成膜法を
挙げることができる。
【００８４】
　電子輸送層の膜厚は、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度
な値となるように適宜設定され、少なくともピンホールが発しないような厚さが必要であ
り、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って該電子輸送層の膜厚
としては、例えば１ｎｍ～１μｍであり、好ましくは２ｎｍ～５００ｎｍであり、さらに
好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。
【００８５】
　＜電子注入層＞
　電子注入層を構成する材料としては、発光層の種類に応じて最適な材料が適宜選択され
、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルカリ金属およびアルカリ土類金属のうちの１種
類以上含む合金、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸
化物、またはこれらの物質の混合物などを挙げることができる。アルカリ金属、アルカリ
金属の酸化物、ハロゲン化物、および炭酸化物の例としては、リチウム、ナトリウム、カ
リウム、ルビジウム、セシウム、酸化リチウム、フッ化リチウム、酸化ナトリウム、フッ
化ナトリウム、酸化カリウム、フッ化カリウム、酸化ルビジウム、フッ化ルビジウム、酸
化セシウム、フッ化セシウム、炭酸リチウムなどを挙げることができる。また、アルカリ
土類金属、アルカリ土類金属の酸化物、ハロゲン化物、炭酸化物の例としては、マグネシ
ウム、カルシウム、バリウム、ストロンチウム、酸化マグネシウム、フッ化マグネシウム
、酸化カルシウム、フッ化カルシウム、酸化バリウム、フッ化バリウム、酸化ストロンチ
ウム、フッ化ストロンチウム、炭酸マグネシウムなどを挙げることができる。電子注入層
は、２層以上を積層した積層体で構成されてもよく、例えばＬｉＦ／Ｃａなどを挙げるこ
とができる。電子注入層は、蒸着法、スパッタリング法、印刷法などにより形成される。
電子注入層の膜厚としては、１ｎｍ～１μｍ程度が好ましい。
【００８６】
　＜絶縁層＞
　絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料などを挙げることが
できる。膜厚２ｎｍ以下の絶縁層を設けた有機ＥＬ素子としては、陰極に隣接して膜厚２
ｎｍ以下の絶縁層を設けたもの、陽極に隣接して膜厚２ｎｍ以下の絶縁層を設けたものを
挙げることができる。
【００８７】
　以上説明した発光装置は、曲面状や平面状の照明装置、例えばスキャナの光源として用
いられる面状光源、および表示装置に好適に用いることができる。
【００８８】
　表示装置としては、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置などを挙げるこ
とができる。ドットマトリックス表示装置には、アクティブマトリックス表示装置および
パッシブマトリックス表示装置などがある。有機ＥＬ素子は、アクティブマトリックス表
示装置、パッシブマトリックス表示装置において、各画素を構成する発光素子として用い



(15) JP 5572942 B2 2014.8.20

10

20

30

られる。また有機ＥＬ素子は、セグメント表示装置において、各セグメントを構成する発
光素子として用いられ、液晶表示装置において、バックライトとして用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本実施の形態の発光装置１１の断面図である。
【図２】発光装置１１の平面図である。
【図３】テーパ状の絶縁膜１７を形成する工程を模式的に示す。
【図４】有機ＥＬ素子を形成する際に用いられる従来の基板の端面図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１　基板
　２　陽極
　３　絶縁膜
　４　隔壁本体
　５　有機層（下層）
　６　有機層（上層）
　１１　発光装置
　１２　有機ＥＬ素子
　１３　基板
　１４　画素領域
　１５　隔壁
　１６　開口
　１７　絶縁膜
　１８　隔壁本体
　２１　陽極
　２２　陰極
　２３　発光部
　２４　発光層
　２５　正孔注入層
　３１　絶縁性を示す薄膜
　３２　フォトレジスト
　３３　保護膜
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